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(57) Zusammenfassung: Die hier offenbarte Technologie be- \
trifft eine Vorrichtung und ein Verfahren zur Herstellung ei- i
ner Bipolarplatte 100. Das Verfahren umfasst die Schritte: 10113
1) Bereitstellen von zwei Separatorplatten 110, 120, so dass i
die Separatorplatten 110, 120 zumindest bereichsweise an-
einander anliegen; und 2) Verbinden der Separatorplatten
110, 120, wobei die Separatorplatten 110, 120 stoffschllssig
miteinander werden, und wobei die Energie zum Verbinden T

jeweils Uber Aulienseiten 112, 122 beider Separatorplatten A

110, 120 zugefiihrt wird.
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Beschreibung

[0001] Die hier offenbarte Technologie betrifft ein
Verfahren zur Herstellung einer Bipolarplatte. Ferner
umfasst die hier offenbarte Technologie eine Vorrich-
tung zum Herstellen einer Bipolarplatte.

[0002] Bipolarplatten als solche sind aus dem Stand
der Technik bekannt. Sie bestehen in der Regel aus
zwei Separatorplatten, die zusammengeflgt werden.
Die Separatorplatten sind in der Regel als geprég-
te Folien bzw. umgeformte Bleche ausgebildet. Die
Separatorplatten liegen aufeinander und werden in
der Regel im UberlappstoR mittels Laser dichtge-
schweil’t. Dabei erzeugt der Laser mehrere Meter
Schweillnaht und tausende Schweil3punkte. Hierzu
werden Schweillvorrichtungen verwendet, in denen
die Separatorplatten oftmals mehrmals umgespannt
werden muissen, damit eine Dichtkontur und samtli-
che Schweillpunkte dargestellt werden kdnnen. Um
samtliche Dichtkonturen und Punkte schweil’en zu
kénnen, muss dabei die zu schweiflende Bipolarplat-
te aus der Spannvorrichtung geldst und wieder einge-
setzt werden, damit alle Bereiche der zu schweif3en-
den Bipolarplatte flir den Schweilllaser zuganglich
sind. Insbesondere bereiten umlaufende Dichtkontu-
ren Probleme. Wirden solche umlaufenden Dicht-
konturen mit dem Laser in einem SchweilRvorgang
hergestellt, so kdnnte es sich als schwierig erweisen,
im Inneren der Dichtkontur zusatzliche Spannele-
mente anzuordnen, die die Separatorplatten im Inne-
ren der umlaufenden Schweilkontur fixieren. Beim
Umspannen besteht indes die Gefahr, dass die Posi-
tionierung nicht mehr Uberein stimmt. Es kdnnte dann
an falschen Stellen Schwei3punkte gesetzt werden.
Zusatzlich kann der gesamte Fertigungsprozess der
Bipolarplatte durch das Umspannen der halbfertigen
Bipolarplatte stark verzdgert werden.

[0003] In vorbekannten L&sungen ist das Laser-
schweildgerat auf einer Seite der eingespannten Se-
paratorplatten angeordnet. Es wird durchgangig von
einer Seite geschweilt, wobei das Laserschweillge-
rat oft Giber eine Remote-Optik Gber die Bauteilflache
einer Separatorplatte geflhrt wird. Durch die beim
Schweillen eingebrachte Warme in das sehr diinne
und flachige Bauteil entsteht ein vergleichsweise gro-
Rer Bauteilverzug. Durch die Spannvorrichtung der
Schweilvorrichtung soll der Verzug mdéglichst gering
gehalten werden. Die Warme kann dazu beispiels-
weise mittels Warmeleitung vergleichsweise schnell
aus dem Bauteil entweichen.

[0004] Es ist eine Aufgabe der hier offenbarten
Technologie, die Nachteile der vorbekannten Lésung
zu verringern oder zu beheben. Es ist insbesondere
eine Aufgabe der hier offenbarten Technologie, eine
Vorrichtung und ein Verfahren zum Herstellen einer
Bipolarplatte bereit zu stellen, bei der/dem der Verzug
des Bauteils vergleichsweise gering ist und mit der/
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dem vergleichsweise glinstig und schnell Bipolarplat-
ten hergestellt werden kdnnen. Hinsichtlich der Ge-
fahr von Bauteilverzug sei darauf hingewiesen, dass
ein Brennstoffzellenstapel in der Regel mehrere Hun-
dert Einzelzellen umfasst. Die Toleranzen der einzel-
nen Komponenten eines Brennstoffzellenstapels ad-
dieren sich. Somit ist es fiir die Montage und die Dich-
tigkeit des Brennstoffzellenstapels von grofier Be-
deutung, die Toleranzen der einzelnen Bauteile si-
cher zu beherrschen.

[0005] Weitere Aufgaben ergeben sich aus den vor-
teilhaften Effekten der hier offenbarten Technologie.
Die Aufgabe(n) wird/werden geldst durch den Gegen-
stand der unabhangigen Patentanspriiche. Die ab-
hangigen Anspriche stellen bevorzugte Ausgestal-
tungen dar.

[0006] Die hier offenbarte Technologie betrifft ein
Brennstoffzellensystem mit mindestens einer Brenn-
stoffzelle. Das Brennstoffzellensystem ist beispiels-
weise fur mobile Anwendungen wie Kraftfahrzeuge
gedacht, insbesondere zur Bereitstellung der Ener-
gie fir mindestens eine Antriebsmaschine zur Fortbe-
wegung des Kraftfahrzeugs. Die Brennstoffzelle um-
fasst eine Anode und eine Kathode, die durch ei-
nen ionenselektiven bzw. ionenpermeablen Separa-
tor getrennt sind. Die Anode weist eine Zufuhr flr
einen Brennstoff zur Anode auf. Bevorzugte Brenn-
stoffe sind: Wasserstoff, niedrigmolekularer Alkohol,
Biokraftstoffe, oder verflissigtes Erdgas. Die Katho-
de weist beispielsweise eine Zufuhr fir Oxidations-
mittel auf. Bevorzugte Oxidationsmittel sind bspw.
Luft, Sauerstoff und Peroxide. Der ionenselektive
Separator kann bspw. als Protonenaustauschmem-
bran (proton exchange membrane, PEM) ausgebil-
det sein. In der Regel sind mehrere Brennstoffzellen
zu einem Brennstoffzellenstapel bzw. Stack zusam-
mengefasst. Die Brennstoffzellen des Brennstoffzel-
lensystems umfassen i.d.R. zwei Separatorplatten.
Der ionenselektive Separator einer Brennstoffzelle ist
i.d.R. jeweils zwischen zwei Separatorplatten ange-
ordnet. Die eine Separatorplatte bildet zusammen mit
dem ionenselektiven Separator die Anode aus. Die
auf der gegenuberliegenden Seite des ionenselekti-
ven Separators angeordnete weitere Separatorplat-
te bildet indes zusammen mit dem inonenselektiven
Separator die Kathode aus. In den Separatorplatten
sind bevorzugt Gaskanale fir Brennstoff bzw. fir Oxi-
dationsmittel vorgesehen. Die Separatorplatten sind
hier aneinander befestigt und als Bipolarplatten aus-
gebildet. Mit anderen Worten weist eine Bipolarplat-
te zweckmaBig zwei Seiten auf, wobei die eine Seite
zusammen mit einem ionenselektiven Separator eine
Anode ausbildet und die zweite Seite zusammen mit
einem weiteren ionenselektiven Separator einer be-
nachbarten Brennstoffzelle eine Kathode. Eine Bipo-
larplatte kann neben den Separatorplatten noch wei-
tere Elemente aufweisen. Beispielsweise kann zwi-
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schen den Separatorplatten noch eine ebene Trenn-
platte vorgesehen sein.

[0007] Die hier offenbarte Technologie umfasst ein
Verfahren zur Herstellung einer Bipolarplatte. Das
Verfahren umfasst die Schritte:
— Bereitstellen von zwei Separatorplatten in einem
Werkstiickspannsystem, so dass die Separator-
platten zumindest bereichsweise direkt oder indi-
rekt aneinander anliegen; und
— Verbinden der Separatorplatten.

[0008] Das Werkstiickspannsystem ist ausgebildet,
die zwei Separatorplatten relativ zueinander zu fixie-
ren, insbesondere derart, dass die beiden Separator-
platten definierte bzw. bekannte Positionen einneh-
men. Das zu spannende Werkstlick ist hier die Bi-
polarplatte bzw. die Separatorplatten. Die beiden Se-
paratorplatten werden stoffschliissig miteinander ver-
bunden. Stoffschlissige Verbindungen sind dabei al-
le Verbindungen, bei denen die Verbindungspartner
durch atomare oder molekulare Krafte zusammen-
gehalten werden. Sie sind insbesondere nicht 16s-
bare Verbindungen, die sich nur durch Zerstérung
der Verbindungsmittel trennen lassen. Zu den stoff-
schlissigen Verbindungsverfahren zahlen insbeson-
dere Loten, Schweillen und/oder hier gegebenenfalls
auch thermisch induziertes Kleben. Der Begriff ,Ver-
binden” umfasst dabei das direkte und das indirekte
Verbinden der Separatorplatten. Indirekt bedeutet in
diesem Zusammenhang, dass zumindest bereichs-
weise eine Zwischenplatte zwischen den Separator-
platten angeordnet ist und die Separatorplatten je-
weils mit dieser Zwischenplatte verbunden werden.
Ebenso kénnen die Separatorplatten direkt oder indi-
rekt aneinander anliegen.

[0009] Die Energie zum stoffschlissigen Verbinden
der beiden Separatorplatten wird jeweils Uber die bei-
den AuBenseiten der beiden Separatorplatten zuge-
fuhrt. Jede der Separatorplatten weist eine Innen-
seite bzw. Innenoberflache (nachstehend ist verein-
fachend von der ,Innenseite” die Rede) und eine
AuBenseite bzw. AuRRenoberflache (nachstehend ist
vereinfachend von der ,Au3enseite” die Rede) auf. Im
bereitgestellten Zustand der Separatorplatten, also in
dem Zustand, in dem die Separatorplatten in dem
Werkstlckspannsystem eingespannt sind, liegen die
Innenseiten zumindest bereichsweise aneinander an.
Diese Innenseiten der Separatorplatten sind im fer-
tigen Bipolarplattenbauteil innenliegend angeordnet.
Die Aullenseiten der Separatorplatten sind die den
Innenseiten der Separatorplatten gegenlberliegen-
den Seiten der Separatorplatten. Mit anderen Wor-
ten bilden im montierten Zustand der Bipolarplatte
die AulRenseiten der Separatorplatten die AulRensei-
ten der Bipolarplatten. Die AulRenseiten der Separa-
torplatten sind also die Platten, die im montierten Zu-
stand der Bipolarplatte voneinander abgewandt sind.
In den AulRenseiten sind in der Regel Gaskanéle zum
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Fuhren von Brennstoff oder von Oxidationsmittel an-
geordnet. Die Innenseiten der Bipolarplatte bilden in
der Regel Kiihlkanéle aus.

[0010] Uber eine erste AuRenseite einer ersten Se-
paratorplatte der zwei zu verbindenden Separator-
platten kann Energie mindestens einer ersten Ver-
bindungsstelle zugefiihrt werden. Uber eine zweite
Aulenseite einer zweiten Separatorplatte der zwei
zu verbindenden Separatorplatten kann Energie min-
destens einer zweiten Verbindungsstelle zugeflhrt
werden. Die erste Verbindungstelle kann bevorzugt
benachbart von der zweiten Verbindungsstelle an-
geordnet sein. Den zwei Separatorplatten wird al-
so jeweils Uber deren AuBenseite Energie zum stoff-
schlissigen Verbinden der beiden Separatorplatten
zugefiihrt. Der Begriff ,benachbart von” bedeutet
in diesem Zusammenhang, dass die erste Verbin-
dungsstelle beabstandet von der zweiten Verbin-
dungsstelle angeordnet sein kann und/oder dass die
erste Verbindungsstelle in einem Punkt an die zwei-
te Verbindungsstelle angrenzt. Nicht umfasst mit dem
Begriff ,benachbart” ist hier eine Ausgestaltung, bei
der eine einzige Verbindungsstelle bzw. Schweil3-
naht von den beiden Aufllenseiten her gleichzeitig
hergestellt wird, indem von beiden Seiten die Verbin-
dungsenergie bereitgestellt wird.

[0011] Insbesondere kénnen die mindestens eine
erste Verbindungsstelle und die mindestens eine
zweite Verbindungsstelle eine oder mehrere umlau-
fende Kontur(en) ausbilden. Die umlaufende Kon-
tur ist bevorzugt eine geschlossene Struktur, beson-
ders bevorzugt eine geschlossene Dichtkontur. Bei-
spielsweise kann eine solche umlaufende Kontur ei-
ne Rechteckform aufweisen, bspw. mit gerundeten
Ecken. Dadurch, dass gemafl dem hier offenbarten
Verfahren die ersten und zweiten Verbindungsstel-
len von den unterschiedlichen Aul3enseiten der Bi-
polarplatte her mit der fir die stoffschlissige Verbin-
dung bendétigte Energie versorgt werden, lassen sich
geschlossene umlaufende Konturen herstellen, wo-
bei gleichzeitig der von den geschlossenen Konturen
ausgebildete Innenbereich durch entsprechende Ele-
mente des Werkstlckspannsystems fixiert werden
kann. Mindestens ein Innenbereich | von zumindest
einer umlaufenden Kontur K kann von mindestens
einer Spannplatte des Werkstlckspannsystems ge-
halten sein. Ein zeit- und kostenintensives Umspan-
nen des Bauteils kann vorteilhaft vermieden werden.
Uberdies verringert sich die Gefahr von Positionier-
fehlern.

[0012] Vorteilhaft kann Uber die Aul3enseiten der
beiden Separatorplatten den Separatorplatten gleich-
zeitig Energie zum stoffschliussigen Verbinden der
beiden Separatorplatten zugefiihrt werden. Insbe-
sondere kénnen wahrend des stoffschliissigen Ver-
bindens der Separatorplatten die Separatorplatten
durch ein Werkstlckspannsystem gehalten bzw. fi-
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xiert bzw. positioniert werden. Das Werkstlickspann-
system kann insbesondere derart ausgebildet und
angeordnet sein, dass die Energie zum stoffschlis-
sigen Verbinden der Separatorplatten den Aufen-
seiten der beiden Separatorplatten jeweils zuflhrbar
ist. Im Werkstlckspannsystem kénnen insbesonde-
re Aussparungen vorgesehen sein. Durch die Aus-
sparung kann den AulRenseiten der Separatorplatten
jeweils die Energie zum stoffschliissigen Verbinden
zufiihrbar sein. Die Aussparung kann dabei jegliche
Form annehmen. Beispielsweise kdnnen die Ausspa-
rungen als Schlitze und/oder Bohrungen ausgebildet
sein. Vorteilhaft sind die auleren Rander der Sepa-
ratorplatten zumindest bereichsweise, bevorzugt voll-
sténdig, durch das Werkstlckspannsystem fixiert.

[0013] Die hier offenbarte Technologie umfasst fer-
ner eine Vorrichtung zum Herstellen einer Bipolar-
platte. Insbesondere ist die Vorrichtung geeignet, das
hier offenbarte Verfahren auszufihren. Die hier of-
fenbarte Vorrichtung umfasst mindestens eine Ener-
giequelle, die die Energie zur stoffschlissigen Ver-
bindung der hier offenbarten zwei Separatorplatten
bereitstellt. Ferner umfasst die Vorrichtung ein Werk-
stlickspannsystem, das ausgebildet ist, wahrend des
stoffschlissigen Verbindens der Separatorplatten die
Separatorplatten zu halten. Die Vorrichtung zum Her-
stellen der Bipolarplatte ist ausgebildet, die von der
Energiequelle bereitgestellte Energie zum Verbinden
der Separatorplatten jeweils Uber Aulienseiten der
zwei Separatorplatten zuzufiihren. Mit anderen Wor-
ten ist die Vorrichtung also ausgebildet, wahrend des
stoffschllssigen Verbindens sowohl Uber die Auf3en-
seite der ersten Separatorplatte als auch Uber die
AuRenseite der zweiten Separatorplatte Energie zum
Verbinden der Separatorplatten in die Separatorplat-
ten zu leiten. Dieser Zusammenhang wurde schon
weiter oben mit Bezug auf das hier offenbarte Verfah-
ren erldutert und gilt ebenso fur die Vorrichtung. Im
Werkstickspannsystem kénnen ferner die zuvor dis-
kutierten Aussparungen vorgesehen sein, durch die
die Energie zum stoffschlissigen Verbinden den Au-
Renseiten zufuhrbar ist.

[0014] Besonders bevorzugt werden die Separa-
torplatten durch ein SchweilRverfahren stoffschliis-
sig miteinander verbunden, insbesondere durch ein
Strahlschweil3verfahren, wie bspw. Elektronenstrahl-
schweil’en oder Laserstrahlschweiflen. Als Energie-
quelle ist hier ein Energietrager oder ein Energie-
wandler anzusehen, der die fur die stoffschlissige
Verbindung notwendige Energie bereitstellt. Im Falle
von Laserschweil3en bspw. ein Laser, dessen Strah-
lung durch optische Mittel umgelenkt und fokussiert
werden kann. Beim Elektronenstrahlschweifden kann
zur Strahlbindung bspw. ein Hochvakuum durch ein
Triodensystem, bestehend aus Kathode, Steuerelek-
trode und Anode, eingesetzt werden.
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[0015] Mit anderen Worten kénnen der obere Telil
und der untere Teil eines Spannwerkzeugs derart
ausgestaltet sein, dass sowohl durch den oberen
Teil als auch durch den unteren Teil des Spann-
werkzeugs mittels eines LaserstrahlschweilRverfah-
rens die Bleche der Bipolarplatte geschweilt wer-
den kénnen. Insbesondere koénnen in den unte-
ren Teil und den oberen Teil eingearbeitete Aus-
sparungen bzw. Durchbriche es ermoglichen, dass
die Schweillndhte zueinander abgeschlossen wer-
den kdnnen, wodurch bevorzugt Dichtndhte entste-
hen. Vorteilhaft kdnnen somit Umspannzeiten ent-
fallen und die Anzahl an Schweil3stationen im Fer-
tigungsprozess kénnte bevorzugt reduziert werden.
Zusatzlich kdnnte sich der Verzug im Bauteil durch ei-
ne gezielte Temperierung und Schweilfolge reduzie-
ren. Die geforderten Toleranzen fiir die Bipolarplatten
kdnnen somit besser eingehalten werden. Ferner vor-
teilhaft kdnnten sich die Fertigungskosten und Ferti-
gungszeiten verringern.

[0016] Die hier offenbarte Technologie wird nun an-
hand der Figuren erlautert. Es zeigen:

[0017] Fig. 1 eine schematische Draufsicht auf eine
Bipolarplatte 100; und

[0018] Fig. 2 eine schematische Schnittansicht
durch eine hier offenbarte Vorrichtung 200.

[0019] Die Fig. 1 zeigt schematisch eine Bipolarplat-
te 100 in der Draufsicht. Die umlaufende Kontur K
wird hier ausgebildet von zwei ersten Verbindungs-
stellen 101 (gepunktet dargestellt) und zwei zwei-
ten Verbindungsstellen 102 (gestrichelt dargestellt).
Die ersten Verbindungsstellen 101 und die zweiten
Verbindungsstellen 102 sind hier als Dichtnahte aus-
gefihrt. Zusammen bilden sie hier eine umlaufende
rechteckige Dichtnaht, die die innerhalb der Bipolar-
platte angeordneten Fluidkandle abdichten. Solche
innenliegenden Fluidkanale kénnen bspw. fir Kihl-
mittel vorgesehen sein. Innerhalb dieser Dichtkontur
K sind mehrere Medienporte 132, 134; 142, 144; 152,
154 vorgesehen, durch welche die Medien der reak-
tiven Flache 160 zugefiihrt bzw. von dieser abgefihrt
werden. Die einzelnen Medienporte 132, 134; 142,
144; 152, 154 sind jeweils auch mit einer Dichtkontur
K versehen, die hier auch jeweils als ersten Verbin-
dungsstellen und zweiten Verbindungsstellen ausge-
bildet sind. Die Vorverteilerstrukturen zwischen den
Medienports 132, 134; 142, 144; 152, 154 und der
reaktiven Flache 160 sowie die Gaskanale der re-
aktiven Flache 160 sind hier vereinfachend wegge-
lassen worden. Innerhalb der reaktiven Flache 160
sind eine Vielzahl von Schweilipunkten zu setzen, die
hier vereinfachend auch weggelassen worden sind.
Die reaktive Flache 160 wird hier durch eine Doppel-
linie rechteckférmig dargestellt. Die reaktive Flache
160 sowie die Medienkanale kénnen jede beliebige
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Form annehmen, die flir den Betrieb der Brennstoff-
zelle zweckmalig ist.

[0020] Die Fig. 2 zeigt eine schematische Schnitt-
ansicht entlang der strichpunktierten Linie A-A der
Fig. 1. Lediglich schematisch dargestellt ist der La-
serstrahl L1, der auf die erste AulRenseite 112 der ers-
ten Separatorplatte 110 auftritt. Ferner schematisch
dargestellt ist ein zweiter Laserstrahl L2, der auf die
zweite Aulienseite 122 der zweiten Separatorplatte
120 auftrifft. In der Fig. 2 weggelassen wurde die En-
ergiequelle, bspw. der Laser sowie die optischen Mit-
tel. Es kann beispielsweise ein Laser eingesetzt wer-
den, dessen Lichtstrahl durch geeignete optische Mit-
tel in die zwei Strahlen L1, L2 aufgeteilt wird. Eben-
so kdnnen zwei voneinander unabhangig einsetzbare
Laser vorgesehen sein. Anstatt einer Laserschweil3-
vorrichtung kann ebenso eine andere Schweillvor-
richtung vorgesehen sein, wie z. B. eine Elektronen-
strahlschweilRvorrichtung. Die beiden Separatorplat-
ten 110, 120 bilden zusammen die Bipolarplatte 100
aus. Die im Inneren der Bipolarplatte 100 vorgese-
henen Fluidkanale wurden vereinfachend weggelas-
sen. Das Werkstlickspannsystem 200 umfasst eine
erste Spannplatte 210 sowie eine zweite Spannplat-
te 220. Die erste Separatorplatte 110 und die zweite
Separatorplatte 120 sind zwischen der ersten Spann-
platte 210 und der zweiten Spannplatte 220 ange-
ordnet. Die Spannplatten 210, 220 halten die Sepa-
ratorplatten 110, 120 und fixieren diese gleichzeitig
im Werkstiickspannsystem 200. In der ersten Spann-
platte 210 ist eine erste Aussparung 216 vorgesehen,
durch die der Schweil3strahl L1 hindurchgefiihrt ist.
Ferner istin der zweiten Spannplatte 220 eine zweite
Aussparung 226 vorgesehen, durch die der Schweil3-
strahl L2 hindurchgefiihrtist. Die Schweil3strahlen L1,
L2 treffen durch die Aussparungen 216, 226 auf die
AuRenseiten 112, 122 auf und filhren diesen Auf3en-
seiten 112, 122 Energie zu. Diese lokale Energiezu-
fuhr bewirkt ein lokales stoffschlussiges Verbinden
der beiden Separatorplatten 110, 120. Dabei wird der
Schweil3strahl L2 entlang der in der Fig. 1 gestrichelt
dargestellten Linie 102 gefuhrt. Der Schweil3strahl L2
bildet somit die zweite Verbindungsstelle 102 aus.
Ebenso wird der Schweil3strahl L1 innerhalb der ers-
ten Aussparung 216 entlang der in der Fig. 1 punk-
tiert dargestellten Linie 101 geflhrt und bildet somit
die zweite Verbindungsstelle 102 aus, die einen Teil
der umlaufenden Dichtkontur des Medienports 134
ausbildet. Bevorzugt kénnen die Schweil3strahlen L1,
L2 gleichzeitig auf die entsprechenden AulRenseiten
112, 122 der ersten und zweiten Separatorplatte 110,
120 aufgebracht werden. Vorteilhaft wird dabei dar-
auf geachtet, dass die erste und zweite Separator-
platte 110, 120 dabei nicht thermisch tberlastet wird.
Wird insbesondere an voneinander beabstandeten
Stellen gleichzeitig die Schweildstrahlen L1, L2 aufge-
bracht, so entstehen vergleichsweise kleinere Tem-
peraturgradienten im Bauteil. Dadurch, dass lediglich
an den zu schweilRenden Stellen Aussparungen 216,
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226 vorgesehen sind, sind die Separatorplatten 110,
120 vergleichsweise gleichmaRig eingespannt. Somit
I&sst sich das Bauteil relativ gut positionieren. Fer-
ner entstehen vergleichsweise groRe Auflageflachen
zwischen den Spannplatten und den Separatorplat-
ten, wodurch vergleichsweise viel Warme abgefuhrt
werden kann.

[0021] Die vorhergehende Beschreibung der vorlie-
genden Erfindung dient nur zu illustrativen Zwecken
und nicht zum Zwecke der Beschrankung der Erfin-
dung. Im Rahmen der Erfindung sind verschiedene
Anderungen und Modifikationen méglich, ohne den
Umfang der Erfindung sowie ihrer Aquivalente zu ver-
lassen.

Bezugszeichenliste

100 Bipolarplatte

101 erste Verbindungsstelle
102 zweite Verbindungsstelle
110 erste Separatorplatte
112 erste AulRenseite

120 zweite Separatorplatte
122 zweite AulRenseite

200 Werkstlickspannsystem
210 erste Spannplatte

216 erste Aussparung

220 zweite Spannplatte

226 zweite Aussparung

K Kontur

| Innenbereich
Patentanspriiche

1. Verfahren zur Herstellung einer Bipolarplatte
(100), umfassend die Schritte:
— Bereitstellen von zwei Separatorplatten (110, 120),
so dass die Separatorplatten (110, 120) zumindest
bereichsweise direkt oder indirekt aneinander anlie-
gen; und
— Verbinden der Separatorplatten (110, 120);
wobei die Separatorplatten (110, 120) stoffschliissig
miteinander werden; und wobei die Energie zum Ver-
binden jeweils Gber Aulienseiten (112, 122) beider
Separatorplatten (110, 120) zugefiihrt wird.

2. Verfahren nach Anspruch 1, wobei Uber ei-
ne erste AuRenseite (112) einer ersten Separator-
platte (110) mindestens einer ersten Verbindungs-
stelle (101) Energie zugefiihrt wird; wobei Uiber eine
zweite Aulienseite (122) einer zweiten Separatorplat-
te (120) mindestens einer zweiten Verbindungsstel-
le (102) Energie zugefihrt wird; und wobei die erste
Verbindungstelle (101) benachbart von der zweiten
Verbindungsstelle (102) angeordnet ist.

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, wobei tber
den beiden AuRenseiten (112, 122) den Separator-
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platten (110, 120) gleichzeitig Energie zum Verbinden
zugefuhrt wird.

4. Verfahren nach einem der vorherigen An-
spriche, wobei wahrend des Verbindens der Se-
paratorplatten (110, 120) die Separatorplatten (110,
120) durch ein Werkstlickspannsystem (200) gehal-
ten wird.

5. Verfahren nach Anspruch 4, wobei das Werk-
stlickspannsystem (200) derart ausgebildet und an-
geordnet ist, dass die Energie zum Verbinden der
Separatorplatten (110, 120) den beiden AulR3enseiten
(112, 122) zufiihrbar ist.

6. Verfahren nach Anspruch 4 oder 5, wobei im
Werkstlickspannsystem (200) Aussparungen (216,
226) vorgesehen sind, durch die die Energie den bei-
den Auflenseiten (112, 122) zufuihrbar ist.

7. Verfahren nach einem der Anspriiche 2 bis 6,
wobei die mindestens eine erste Verbindungsstelle
(101) und die mindestens eine zweite Verbindungs-
stelle (102) eine umlaufende Kontur (K) ausbilden.

8. Verfahren nach Anspruch 7, wobei mindestens
ein Innenbereich (i) von zumindest einer umlaufen-
den Kontur (K) von mindestens einer Spannplatte
(210, 220) des Werkstlickspannsystems (200) gehal-
ten ist.

9. Vorrichtung zum Herstellen einer Bipolarplatte
(100), umfassend:
— Mindestens eine Energiequelle, die Energie zum
stoffschliissigen Verbinden von zwei Separatorplat-
ten (110, 120) bereitstellt; und
—ein Werkstlickspannsystem (200), dass ausgebildet
ist, wahrend des stoffschllissigen Verbindens der Se-
paratorplatten (110, 120) die Separatorplatten (110,
120) zu halten;
— wobei die Vorrichtung ausgebildet ist, die Energie
zum Verbinden der Separatorplatten (110, 120) je-
weils Uber AuRenseiten (112, 122) der zwei Separa-
torplatten (110, 120) zuzufiihren.

10. Vorrichtung nach Anspruch 9, wobei im Werk-
stlickspannsystem (200) Aussparungen (216, 226)
vorgesehen sind, durch die die Energie den Aul3en-
seiten (112, 122) zufiihrbar ist.

Es folgt eine Seite Zeichnungen
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